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１．概要（Summary）
IC チップを縦方向に積層し高配線密度や低消費電力

化を図る 3 次元実装技術が注目を集めており、シリコンや

ガラスに貫通孔を空け、電極を形成する TSV(Through 
Silicon Via)や TGV(Through Glass Via)がその代表的

な技術として広く研究されている。一般的な貫通電極は

電気めっきを用いて形成することが多く、プロセスが複雑

で非常に多くの時間を要してしまうという課題が存在して

いた。

早大 水野研と田中貴金属工業株式会社は共同でこれ

までに、サブミクロン Au 粒子を埋め込むことにより貫通電

極を形成する、従来の手法とは一線を画する簡易な形成

手法を提案してきた。本年度は、その作製した貫通電極

の特性向上及び、気密封止デバイスへの応用に関しての

研究を進めた。

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】

スパッタ装置、両面マスクアライナ、高耐圧デバイス測

定装置、FE-SEM
【実験方法】

ガラス基板に貫通孔を空け、その孔の両側に孔径よりも

大きいレジスト孔を同心円状にパターニングし、サブミクロ

ンAu粒子を埋め込むことによりTGVとバンプを一括で形

成した。その後、フッ酸でのウェットエッチングにてキャビ

ティを形成したガラスと真空下で接合することで気密封止

デバイスを作製し、He リーク試験によりリーク率を評価し

た。

３．結果と考察（Results and Discussion）
作製した I 型構造 TGV を Fig.1 に示す。サブミクロン

Au粒子が埋め込まれ、大きな空隙無くバンプとTGVを形

成できた。また、リーク率も MIL 規格に準拠するほどの値

を得ることができた。

Fig.1 Cross-sectional SEM images of the 
fabricated I-structure TGV
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